POLSKO-JAPO NSKA WY ZSZA SZKOLA LABORATORIUM PODSTAW
TECHNIK KOMPUTEROWYCH ELEKTRONIKI

Cw Rok akadem.

7 ' SYMULACJA UKEADOW LINIOWYCH

Imie i Nazwisko Ocena Data wykonania ¢wiczenia

Prowadzgcy zajecia

Zadanie 1.

Na rys.1. przedstawiono schemat tranzystorowego pasmowego wzmachiacza matych sygnatéw.
Wykorzystane elementy majg nastepujace wartosci:
R1 =620 kQ, R2 = 1.2MQ, R3 = 2kQ, R4 = 1.5kQ, C1 = 100nF, C2 = 200uF, C3 = 100nF,

Q1 - tranzystor n-p-n o parametrach:
e idealne wzmocnienie dla pracy normalnej — 220,
e rezystancja bazy — 100Q,
* pojemnos$c¢ zigczowa baza-kolektor — 5pF,
* napiecie Early’ego w kierunku przewodzenia — 150 V.

Uktad jest zasilany napieciem statym VZAS = +12V. Rezystancja obcigzenia RL = 1 kQ. Na wejécie uktadu
podano napiecie sinusoidalnie zmienne o amplitudzie 0.1V.

Rys.1. Schemat wzmacniacza pasmowego

Nalezy przygotowac¢ zhiér wejsciowy Ipe-s-pl.cir zawierajgcy opis uktadu z rys.1l. umozliwiajacy
przeprowadzenie analizy zmiennoprgdowej w zakresie czestotliwosci od 10 Hz do 100 MHz z gestoscig 5
pkt. obliczeniowych na dekade. Przyja¢ temperature otoczenia réwng 35°C. Wykorzystaé dyrektywe PROBE
do wizualizacji wynikéw.
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Analiza wptywu pojemno sci CJC i C2 na pasmo przenoszenia wzmacniacza
Tab.1.

C2 =200 uF

CJC U(106)max U(106)07 fmm fmax

pF v v kHz MHz

15

10

5

1.5

1

Tab.2.

CJC =5pF

CZ U(106)max U(106)07 fmm fmax

= Vv Vv kHz MHz

200

20

2

0.2

0.02

Zadanie 2.

Na rys.2. przedstawiono schemat uktadu dwdch kluczy tranzystorowych zasilajagcych ten sam rezystor
obcigzenia RL.

Wykorzystane elementy majg nastepujace
wartosci:
R1 = 1kQ, R2 = 1kQ, R3 = 2kQ, R4 = 1kQ,
Q1, Q2 — tranzystory n-p-n o parametrach z
zadania 1 (zamiast CJC — CJE)
D1, D2 - o parametrach:

e rezystancja szeregowa — 100Q,

* pojemno$c¢ zigczowa — 1pF.

Uktad jest zasilany napieciem statym VZAS =
+5V. Rezystancja obcigzenia RL = 500 Q. Na
wejscie uktadu podano sygnat w postaci fali
prostokatnej o czestotliwosci 100 MHz i

wspotczynniku wypetnienia € = 0.5. Poziom
niski napiecia: 0 V, poziom wysoki: 5 V.

Rys.2. Ukfad kluczy tranzystorowych

Nalezy przygotowac¢ zbiér wejsciowy Ipe-s-p2.cir zawierajacy opis uktadu z rys.2. umozliwiajacy
przeprowadzenie analizy stanu nieustalonego (obserwacje przebiegébw czasowych) dla dwdéch okreséw
sygnatu wejsciowego z odstepem miedzy kolejnymi punktami przebiegéw réwnym 0.5ns. Przyjac

temperature otoczenia réwng 35°C. Wykorzystaé dyrektywe PROBE do wizualizacji wynikéw.
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Zwiekszy¢ pojemnos¢ CJE tranzystora Q1 do 15 pF i pojemnosc¢ diody D1 do 10 pF.

Przebiegi czasowe sygnatu w punktach 101, 104, 106 | 107 dla zmienionych parametrow tranzystora Q1 i
diody D1
Zadanie 3.
Na rys.3. przedstawiono schemat wzmacniacza z uktademuA741.
Wykorzystane elementy majg nastepujace wartosci:
R1=1kQ,R2=10k Q, RL=51Q.

Uktad jest zasilany napieciami statymi VPZAS = +15V i VNZAS = -15V. Na wejscie uktadu podano napiecie
sinusoidalnie zmienne o amplitudzie 0.1V.

VNZAS

Rys.3. Schemat wzmacniacza z uktadem pA741

Pobra € ze wskazanego przez prowadz acego katalogu plik eval.lib i zapisa € go na dysk Z:.

Nalezy przygotowac¢ zbiér wejsciowy Ipe-s-p3.cir zawierajacy opis uktadu z rys.3. umozliwiajacy
przeprowadzenie analizy zmiennopradowej w zakresie czestotliwosci od 1 Hz do 200 MHz z gesto$cig 5 pkt.
obliczeniowych na dekade. Przyja¢ temperature otoczenia réwng 35°C. Wykorzystaé¢ dyrektywe PROBE do
wizualizacji wynikéw.
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